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Observation of the Enhanced Current Noise at an Ultra High-mobility Quantum Wire 
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半導体二次元電子系(2DEG)は不純物や欠陥による散乱が少ないクリーンな系であることから、

バリスティック伝導を扱う舞台として優れており、これまで多くの研究で用いられてきた。現在

では、その二次元電子系の移動度が 107 cm2/Vsを超えるものも作製されるようになり、100 mと

いう長大な平均自由行程を生かした研究が行われている。 

一方、そういった微小な系に現れる量子効果を検出する手法として、近年、電流雑音測定が注

目されている。中でも、キャリアの分配過程に起因するショット雑音は、素子に形成される伝導

チャネルにおける伝導電子の挙動に関する情報を与える[1]。これまでに、2DEG に作製された量

子ポイントコンタクト(QPC)においてショット雑音が測定され、パウリの排他率を反映した電子の

挙動が観測されているが、実験値が理論より大きくなる傾向が得られている[2]。今回、我々は移

動度の高い系に作製した QPCにおいて電流雑音測定を行い、この増大について詳細な検証を行っ

た。 

試料は 1 ~ 2×107 cm2/Vsの非常に高い移動

度を持つ二次元電子系を用いた[3]。我々はま

ず、QPCの伝導度測定を行った(図 1)。横軸は

QPC のゲート電極に印加した電圧を、縦軸は

伝導度を表す。30 mK で行った測定では、15

番目までの伝導チャネルを観測することがで

きた。その後、この系で電流雑音測定を行い、

ショット雑音の増大を観察した。当日の発表で

はその結果を元に議論する。 
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図 1. 30 mKにおける伝導度のゲート電圧依存性。
15に及ぶ量子化プラトーが観測できている。 
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